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  The Quantum well structures have been investigated as a one of effective tools for confining carriers 
in semiconductors. As an application of quatum well structure, InGaN/GaN quantum well has been used 
for green-ultraviolet light emitting diodes (LEDs). Despite of several breakthroughs in device applications 
based on GaN, there are still some problems. Especially, the lattice mismatch between the GaN and 
the InGaN gives rise to malfunctions that are originated by the effects of axis-dependent strong 
piezoelectric polarization. So, the optical and electrical measurements should be performed to confirm 
the analysis of the internal electric field. In this study, we characterized the electrical properties affected 
by internal and external electric fields in the InGaN/GaN single quantum well (SQW) by the deep level 
transient spectroscopy (DLTS). The DLTS for semiconductor heterostructure is a powerful technique for 
the characterization of energy levels in low-dimension structures. Also, photoluminescence (PL) results 
confirms electric field effects on electronic band structure.
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  최근 나노 기술이 적용된 고효율, 저가격의 새로운 차세대 태양전지에 대한 개발 및 연구가 

진행 중 이다. 본 실험은 반도체의 광 흡수 스펙트럼과 태양광 스펙트럼의 극대화를 위해 기

존 Si 물질을 III-N 물질구조를 이용 가시광선 및 근적외선 영역까지 확장 하고자 한 연구로, 
Si 기판 위에 질화물계 nanorod구조를 성장할 때 p, n 형 도핑문제, 밴드 어긋나기에 의한 자

유 운반자의 생성 및 운반 문제점 등 해결해야 할 여러 물리적 특성에 대하여 논의를 하고 

그 응용 가능성에 대하여 살펴본다. Molecular beam epitaxy 법으로 Si(111) 기판 위에 태양전

지용 In(Ga)N/GaN p-i-n nanorod 구조를 성장하였다. 이 구조에 대한 구조적, 광/전기적 특성은 

scanning electron microscope와 photoluminescence, I-V 를 통하여 흡수 파장 및 다이오드의 특성

에 대하여 논의 하였다.




